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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

(§) Zustandspegel-Wandlerschaltung zur Ansteuerung von Wortleitungen 

(§) Zustandspegel-Wandlerschaltung zur Ansteuerung 
von Wortleitungen in einem integrierten Speicher, wobei 
die Zustandspegel-Wandlerschaltung eine Inverterschal- 
tung und eine Pegelwandlerschaltung umfasst. Die Inver- 
terschaltung weist einen ersten Transistor (T1) eines er- 
sten Leitfahigkeitstyps und einen zweiten Transistor (T2) 
eines zweiten Leitfahigkeitstyps auf. Ein erster Eingang 
(T1D, T1S) des ersten Transistors (T1) ist mit einem ersten 
Versorgungsspannungspotential (V PP V GND ) und ein er- 
ster Eingang (T2S, T2D) des zweiten Transistors (T2) mit 
einem zweiten Versorgungsspannungspotential (Vnwl, 
Vpwi) verbunden. Ein Steuereingang (T2G) des zweiten 
Transistors (T2) ist mit der Pegelwandlerschaltung ver- 
bunden. Zwischen einem zweiten Eingang (T1S, T1D) des 
ersten Transistors (T1) und einem zweiten Eingang (T2D, 
T2S) des zweiten Transistors (T2) ist ein dritter Transistor 
(T3) des zweiten Leitfahigkeitstyps vorgesehen. Der Steu- 
ereingang (T3G) des dritten Transistors (T3) ist mit dem 
Steuereingang (T1G) des ersten Transistors (T1) verbun- 
den, so dass diese gleichzeitig bei einem Wechsel des an- 
liegenden Eingangssignals (E) schalten. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zustandspegel-Wand- 
lerschaltung, inshesondere zur Ansteuerung von Wortleitun- 
gen in einem integrierten Speicher. 5 
[0002] Die Wortleitungen in einem integrierten Speicher 
werden iiblicherweise durch Wortleitungstreiber angesteu- 
ert, urn die durch die Wortleitungslange bedingte hone Ka- 
pazitat der Wortleitung umzuladen. Zudern fuhrt die zuneh- 
mende Miniaturisierung von integrierten Speichem dazu, 10 
dass die Kanallangen der Speichertransistoren kleiner wer- 
den. Dadurch verringert sich deren Schweilspannung. Bei 
kleineren Schwellspannungen liegen enlsprechend auch die 
Gate-Spannungspotentiale, in denen ein wesentlicher Unter- 
Schwellspannungsstrom (Sub-Threshold-Strom) flieBt, 15 
niedriger. Aus diesem Grund kann bei einem einen Low-Zu- 
stand entsprechenden Gate-Spannungspoiential an einem 
Spcichcrtransistor cin nicht zu vcrnachlassigcndcr Spcrx- 
strom flieBen. 

[0003] Es ist daher sinnvoll, zum Ansteuem der Speicher- 20 
transistoren eine niedrigere Gate- Span nung anzulegen, um 
fiir einen Sperr-Zu stand einen moglichst geringen Unter- 
Schwellspannungsstrom der Speicherzellentransistoren si- 
cherzustellen. Dazu wird iiblicherweise eine Zustandspegel- 
Wandlerschaltung verwendel, die fur einen Low-Zu stand 25 
eine zusatzliche negativere Spannung auf der Wordeitung 
zur Verfugung stellt, wahrend der High-Zustand moglichst 
unveranderl bleibt. 

[0004] Eine Zustandspegel-Wandlerschaltung ist in der 
Regel durch eine Inverterschaltung und eine Pegelwandler- 30 
schaltung aufgebaut. Die Inverterschaltung weist zwei Tran- 
sistoren auf, wobei ein Steuereingang eines der Transistoren 
mit der Pegelwandlerschaltung verbunden ist Eine derartige 
Schaltung hat. den grundsatzlichen Nachteil, dass auf grund 
der Pegelwandlerschaltung die Signallaufzeiten zu den 35 
Steuereingangen der Transistoren der Inverterschaltung un- 
terschiedlich sind, so dass bei einer Flanke am Eingang der 
Zustandspegel-Wandlerschaltung die entsprechenden Si- 
gn ale mit einer bestimmten ZeitdirTerenz an den Steuerein- 
gangen der beiden Transistoren anliegen. Dies hat zur Folge, 40 
dass die beiden Transistoren der Inverterschaltung zu unter- 
schiedlichen Zeiten schalten, wodurch bei einem Einschal- 
ten eines der Transistoren und einem zeitversetzten Aus- 
schalten des anderen Transistors ein Querstrom durch beide 
Transistoren flieBt. Ein solcher Querstrom ist unerwunscht 45 
und erhoht die Leistungsaufnahme der Zustandspegel- 
Wandlerschaltung erheblich. 

[0005] Es ist Aufgabe dieser Erfindung, eine verbesserte 
Zustandspegel-Wandlerschaltung zur Verfugung zu stellen, 
bei der insbesondere der Querstrom reduziert werden kann. 50 
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Zustandspegel- 
Wandlerschaltung nach Anspruch 1 gelost. \farteilhafte 
Ausfuhrungsformen sind in den abhangigen Anspriichen an- 
gegeben. 

[0007] ErfindungsgemaB ist eine Zustandspegel-Wandler- 55 
schaltung zur Ansteuerung von Wortleitungen in einem inte- 
grierten Speicher vorgesehen, die durch eine Inverterschal- 
tung mit einem ersten Transistor eines ersten Leitfahigkeits- 
typs und mit einem zweiten Transistor eines zweiten Leitfa- 
higkeitstyps sowie eine Pegelwandlerschaltung realisiert ist, 60 
wobei ein erster Eingang des ersten Transistors mit einem 
ersten Versorgungsspannungspotential und ein erster Ein- 
gang des zweiten Transistors mit einem zweiten Versor- 
gungsspannungspotential verbunden ist An einem Steuer- 
eingang des zweiten Transistors ist die Pcgclwandlcrschal- 65 
tung angeschlossen. Es ist weiterhin vorgesehen, zwischen 
einem zweiten Eingang des ersten Transistors und einem er- 
sten Eingang des zweiten Transistors einen dritten Transi- 
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stordes zweiten leitfahigkeitstyps anzuordnen. Ein Steuer- 
eingang des dritten Transistors wird mit dem Steuereingang 
des ersten Transistors verbunden. 

[0008] Auf diese Weise wird erreicht, dass der Quer- 
strompfad durch den ersten und den zweiten Transistor bei 
einem Einschalten des ersten Transistors gleichzeitig mit 
dem ersten Transistor unterbrochen wird, indem in den 
Strompfad ein drifter Transistor eingebracht wird. Der dritte 
Transistor schaltet gleichzeitig, aber entgegengesetzt, zu 
dem ersten Transistor. Somit wird beim Einschalten des er- 
sten Transistors erreicht, dass gleichzeitig der noch durch 
den zweiten Transistor verlaufende Strompfad unterbrochen 
wird. 

[0009] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist vorgesehen, dass die Pegelwandlerschaltung einen 
vierten Transistor des zweiten Leitfahigkeitstyps und einen 
funften Transistor des ersten Leitfahigkeitstyps aufweist. 
Dcrcn crstc Eingangc sind mitcinandcr und mit cincm Steu- 
ereingang des zweiten Transistors verbunden. Ein zweiter 
Eingang des vierten Transistors ist mit dem zweiten Versor- 
gungsspannungspotential verbunden und ein Steuereingang 
des vierten Transistors ist mit dem zweiten Eingang des er- 
sten Transistors verbunden. Diese Ausmhrungsforrn hat den 
Vorteil, dass die Pegelwandlerschaltung moglichst einfach 
aufgebaut ist. 

[0010] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
forrn kann vorgesehen sein, dass der erste Leitfahigkeitstyp 
ein p-Leitfahigkeitstyp und der zweite Leitfahigkeitstyp ein 
n-Leitfahigkeittyp ist und das erste Versorgungsspannungs- 
potential hoher ist als das zweite Versorgungsspannungspo- 
tential. Auf diese Weise wird erreicht, dass der Low-Zu stand 
des Ausgangssignals im wesentlichen das zweite Versor- 
gungsspannungspotential aufweist. 

[0011] Altemativ kann vorgesehen sein, dass der erste 
Leitfahigkeitstyp ein n-Leitfahigkeitstyp und der zweite 
Leitfahigkeitstyp ein p-Leitfahigkeitstyp ist und das erste 
Versorgungsspannungspotential niedriger ist als das zweite 
Versorgungsspannungspotential. Auf diese Weise kann er- 
reicht werden, dass der High-Zustand des Ausgangssignals 
auf das zweite Versorgungsspannungspotential angepasst 
wird. 

[0012] Die Erfindung wird anhand der beigefugten Zeich- 
nungen nailer erlautert. Es zeigt: 

[0013] Fig. 1 eine beispielhafte Ausfuhrungsform einer 
erfindungsgemaBen Zustandspegel-Wandlerschaltung, bei 
der der Low-Zustand eines Ausgangssignals auf ein niedri- 
geres Versorgungsspannungspotential angepasst wird; und 
[0014] Fig. 2 eine weitere Ausfuhrungsform einer erfin- 
dungsgemaBen Zustandspegel-Wandlerschaltung, bei der 
der High-Zustand des Ausgangssignals gemaB einem hohe- 
ren Versorgungsspannungspotential angepasst wird. 
[0015] Fig. 1 zeigt in einer Ausfuhrungsform eine Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung, bei der der Spannungspegel 
des Low-Zustands eines Ausgangssignals A gegeniiber dem 
Spannungspegel des Low-Zustands des Eingangssignals E 
erniedrigt ist. Die Zustandspegel-Wandlerschaltung umfasst 
funf Transistoren T1-T5, von denen die Transistoren Tl und 
T5 p-Kanal-Feldeffekttransistoren und die Transistoren T2, 
T3, T4 n-Kanal-Feldeffekttransistoren sind. Ein Eingang E 
der Zustandspegel-Wandlerschaltung ist mit den Gate-Ein- 
gangen TIG, T3G der Transistoren Tl und T3 verbunden. 
Der Drain-Eingang T1D des Transistors Tl ist mit einem 
Versorgungsspannungspotential V PP verbunden, welches 
vorzugsweise das hochste Spannungspotential in der Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung darstellt Der Sourcc-Ein- 
gang T1S des Transistors Tl ist mit dem Drain-Eingang 
T3D des Transistors T3 verbunden und stellt gleichzeitig ei- 
nen Ausgang A der Zustandspegel-Wandlerschaltung dar. 
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Der Source-Eingang T3S des Transistors T3 ist mil einem 
Drain-Eingang T2D des Transistors T2 verbunden. Der 
Source-Eingang T2S des Transistors T2 sowie der Source- 
Hingang T4S des Transistors T4 liegt an einem Versor- 
gungsspannungspotential Vmw L an, dessen Potential unter- 5 
halb eines Masse-Potential V GND liegt Der Drain-Eingang 
T5D des Transistors T5 ist wie die Gate-Eingange TIG, 
T3G der Transistoren Tl, T3 ebenfalls niit dem Eingang der 
Zustandspegel-Wandlerschaltung verbunden. Der Source- 
Eingang T5S des Transistors T5 ist ebenso wie der Drain- 10 
Eingang T4D des Transistors T4 niit dem Gate-Eingang 
T2G des Transistors T2 verbunden. Der Gate-Eingang T5G 
des Transistors T5 liegt auf dem Potential V fiNr> Der Aus- 
gang A der Zustandspegel-Wandlerschaltung, d. h. der 
Source-Eingang T1S des Transistors Tl liegt. an einem 15 
Gate-Eingang T4G des Transistors T4 an. 
[0016] Der Transistor T3 bewirkt in dieser Schaltung, dass 
cin moglichcr Qucrstrom der von dem Vcrsorgungsspan- 
nungspotential Vpp uber die gleichzeitig durchlassigen 
Transistoren Tl und T2 zu dem Versorgungsspannungspo- 20 
tential V NWL flieBen konnte, unterbunden wird. Ein solcher 
Querstrom konnte dann flieBen, wenn am Eingang des Wort- 
lei tungstreiber eine logische "1", d. h. ein hoher Spannungs- 
pegel, der eine logische "1" reprasentiert, anliegt wodurch 
der Transistor T2 auf Durchlass geschaltet ist und der Tran- 25 
si st or Tl gesperrt. ist. Wechselt nun das Signal am Eingang E 
auf eine logische "0", d. h. auf einen niedrigeren Spannungs- 
pegel, der eine logische "0" reprasentiert, so schaltet zu- 
nachst Tl auf Durchlass bevor T2 abschaltet Ohne den 
Transistor T3 in dem Strompfad der beiden Transistoren Tl f 30 
T2 wiirde nun ein Strom von Vpp nach Vnwl flieBen. Durch 
das Vorsehen des Transistors T3 wird dieser Strompfad un- 
terbrochen, da der Transistor T3 gleichzeitig mil dem Tran- 
sistor Tl schaltet, so dass bei einem durchlassigen Transi- 
stor Tl der Transistor T3 den Querstrom unterdruckt 35 
[0017] Die Transistoren T4 und T5 stellen die eigentliche 
Pegelwandler-Schaltung dar. Der Transistor T5 ist bei einer 
positiven Gate-Source-Spannung durchlassig, d h. er ist 
durchlassig, wenn am Eingang E eine logische "1" anliegt 
Der Transistor T5 sorgt daflir, dass am Gate-Eingang T2G 40 
des Transistors T2 bei gleichzeitig sperrendem Transistor 
T4 erwa der Spannungspegel vom Eingang E anliegt. T5 
sperrt dagegen, wenn keine positive Gate- Source-Span nung 
anliegt und verhindert somit. einen Stromfluss vom Eingang 
E zu dem niedrigeren Spannungspotential V^wu wenn am 45 
Eingang E eine logische "0" anliegt In anderen Worten 
ubertragt der Transistor T5 das niedrige Spannungspotential 
vom Eingang E nicht auf den Gate-Eingang T2G des Tran- 
sistors T2. 

[0018] Der Transistor T4 ist so geschaltet dass er das Ver- 50 
sorgungsspannungspotential V NWL auf den Gate-Eingang 
T2G des Transistors T2 abhangig von dem Ausgangssignal 
A anlegt D. h. der Transistor T4 ist bei einem hohen Span- 
nungspegel des Ausgangssignals A leitend und legt dann 
das Versorgungsspannungspotential V^wl an den Gate-Ein- 55 
gang T2G des Transistors T2 an, wobei wie beschrieben der 
Transistor T5 sperrt. und somit keinen Stromfluss iiber den 
Transistor T4 zulasst. Liegt das Ausgangssignal A der Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung dagegen auf einen niedrigen 
Versorgungsspannungsniveau, welches gernaB dem Zweck 60 
der Schaltung nahe bei Vnwl ue gU so sperrt der Transistor 
T4 und am Gate-Eingang T2G des Transistors T2 ttegt iiber 
dem dann durchlassigen Transistor T5 das Eingangssignal E 
an. Der Transistor T4 ist notwendig, urn das Potential an 
dem Gate-Eingang des Transistors T2 untcr das Masscpo- 65 
tential V GND in etwa auf das Versorgungsspannungspoten- 
tial Vnwl bringen, damit der Transistor T2, wenn am 
Eingang E eine logische "0" anliegt, sicher nicht leitet 
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[0019] Wechselt der logische Zustand des Eingangssi- 
gnals E von der logischen "0" auf die logische "1 wird zu- 
nachst der Transistor Tl abge schaltet und der Transistor T3 
durchgeschaltet Da der Transistor T2 aber langsamer schal- 
tet als die Transistoren Tl und T3 wird das Schaltverhalten 
der Zustandspegel-Wandlerschaltung bei einem Wechsel 
des Eingangssignals von einer logischen T' auf eine logi- 
sche "0" im wesent lichen durch den Transisior T2 bzw. 
durch die mil diesem verbundenen Pegelwandlerschaltung 
bestimmt. 

[0020] Der Zustandswechsel des Eingangssignals von ei- 
ner logischen " 1" auf eine logische "0 M ist unkritisch, da 
Transistor Tl sofort nach Auftreten der Flanke durchschaltet 
und der Transistor T3 gesperrt wird, wodurch die das Ver- 
sorgungsspannungspotential Vpp an den Ausgang der Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung angelegt wird. 
[0021] Fig. 2 zeigt eine analog aufgebaute Zustandspegel- 
Wandlerschaltung, bei der cin Spannungspegel fur den 
High-Zustand des Ausgangssignals iiber den Spannungspe- 
gel des High-Zustands des Eingangssignal A angehoben 
werden soli. Ebenso wie zuvor beschrieben, umfassi die Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung fun f Transistoren Tl bis T5, 
von denen die Transistoren Tl und T5 n-Kanal-Feldeffekt- 
transistoren und die Transistoren T2, T3 und T4 p-Kanal- 
Feldeflektlransisloren sind. Die Transistoren Tl und T2 bil- 
den eine Inverterschaltung, durch die ein beim Schaltvor- 
gang flieBender Querstrom mit Hilfe eines dazwischen im 
Strompfad angeordneten Transistors T3 unterdruckt werden 
soil. Dazu ist der Gate-Eingang TIG der Transistoren Tl 
und T3 mit dem Eingang der Zustandspegel-Wandlerschal- 
tung verbunden. Der Drain-Eingang T1D des Transistors Tl 
ist mit dem Source-Eingang T3S des Transistors T3 verbun- 
den, die gleichzeitig den Ausgang A der Zustandspegel- 
Wandierschaltung darstellen. Der Source-Eingang T1S des 
Transistors Tl ist mit dem Versorgungsspannungspotential 
Vgnd verbunden. Der Drain-Eingang T3D des Transistors 
T3 ist mit dem Source-Eingang T2S des Transistors T2 und 
der Drain-Eingang T2D des Transistors T2 mit dem Versor- 
gungsspannungspotential V PWL verbunden, welches gleich- 
zeitig das hochste in der Schaltung vorkommende Span- 
nungspotential ist. Ebenfalls nut dem Versorgungsspan- 
nungspotential V PWL verbunden ist der Drain-Eingang T4D 
des Transistors T4, dessen Gate-Eingang T4G mit dem Aus- 
gang A verbunden ist. Der Source-Eingang T4S des Transi- 
stors T4 sowie der Drain-Eingang T5D des Transistors T5 
sind miteinander und mit einem Gate-Eingang T2G des 
Transistors T2 verbunden. Der Gate-Eingang T5G des Tran- 
sistors T5 liegt auf einem Versorgungsspannungspotential 
Vdd> welches vorzugsweise groBer als V GND und kleiner als 
V PWL ist 

[0022] Die Funktionsweise der in Fig. 2 gezeigten Schal- 
tung ist ahnlich zu der in Fig. 1 mit dem Unterschied, dass 
der Spannungspegel des High-Zustandes des Ausgangssi- 
gnals entsprechend dem Versorgungsspannungspotential 
Vpwl angehoben wird, wahrend das Spannungspotential 
des. Low-Zustandes unverandert bleibt. 
[0023] In einer integrierten Ausfuhrungsform ist darauf zu 
achten, dass die Bulk-Anschlusse von n-Kanal- Transistoren 
stets auf dem niedrigsten an einem seiner Anschlusse anlie- 
genden Potential liegen, damit stets eine Isolation des jewei- 
ligen Transistors gegeniiber dem gemeinsamen Substrat ge- 
wahrleistet ist D. h. fur die Schaltung nach Fig. 1, dass die 
Transistoren T2, T3 und T4 isoliert ausgebildet werden 
mussen, wobei deren Bulk-AnschlUsse mit dem niedrigsten 
Vcrsorgungsspannungspotcnual V NW l verbunden sind. Bei 
p-Kanal-Feldeffekttransistoren ist es notwendig, dass die 
Bulk-Anschlusse mit dem jeweils positivsten Versorgungs- 
spannungspotential z. B. VpwL verbunden sind. 
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[0024] Da die gezeigte Schaltung das Eingangssignal in- 
vertiert, ist es zweckmaBig bei der Verwendung der Zu- 
standspegel-Wandlerschaltung als einen Wortleitungstreiber 
eine weitere Treiberschakung vorzusehen, darnif das Ein- 
gangssignal E unverandert an die entsprechende Wortlei- 
tung weitergegeben werden kann. 

[0025] Die in der vorangehenden Beschreibung, den An- 
spruchen und der Zeichnung orTenbarten Merkmale der Er- 
findung k&nnen sowohl einzeln als auch in beliebigcr Kom- 
bination fur die Verwirklichung der Erfindung in ihrcn vcr- 
schiedenen Ausfuhrungsformen wesentlich sein. 
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lerschalrung zur Ansteuerung von Wortleirungen in ei- 
nem integrierten Speicher venvendet wird. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 

1. Integrierte Zustandspegel-Wandlerschaltung, die 15 
eine Inverterschaltung mil einem ersten Transistor (T 1 ) 
eines ersten Leitfahigkeitstyps und mil einem zweiten 
Transistor (T2) cincs zweiten Leitfahigkeitstyps und 
eine Pegelwandlerschaltung urnfasst, wobei ein crstcr 
Eingang (T1D, T1S) des ersten Transistors mil cincm 20 
ersten Versorgungsspannungspotential (Vpp, Voni>) 
und ein erster Eingang (T2S, T2D) des zweiten Transi- 
stors (T2) mit einem zweiten Versorgungsspannungs- 
potential (Vnwl* V PW l) verbunden ist, und wobei ein 
Steuereingang (T2G) des zweiten Transistors (T2) mil 25 
der Pegelwandlerschaltung verbunden ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwischen einem zweiten Eingang 
(T1S, T1D) des ersten Transistors (Tl) und einem 
zweiten Eingang (T2D, T2S) des zweiten Transistors 
(T2) ein dritler Transistor (T3) des zweiten Leitfahig- 30 
keittyps vorgesehen ist, wobei ein Steuereingang 
(T3G) des dritten Transistors (T3) mit dem Steuerein- 
gang (TIG) des ersten Transistors (Tl) verbunden ist. 

2. Zustandspegel-Wandlerschaltung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass die Pegelwandlerschal- 35 
tung einen vierten Transistor (T4) des zweiten Leitfa- 
higkeitstyps und einen funften Transistor (T5) des er- 
sten leitfahigkeitstyps aufweist, wobei jeweils ein er- 
ster Eingang (T4D, T5S; T4S, T5D) des vierten Transi- 
stors (T4) und des funften Transistors (T5) mit einem 40 
Steuereingang (T2G) des zweiten Transistors (T2) ver- 
bunden ist, ein zweiter Eingang (T4S, T4D) des vierten 
Transistors (T4) mit dem zweiten Versorgungsspan- 
nungspotential (Vnwl* VpwO verbunden ist und ein 
Steuereingang (T4G) des vierten Transistors (T4) mit 45 
dem zweiten Eingang (T1S, T1D) des ersten Transi- 
stors (Tl) verbunden ist. 

3. Zustandspegel-Wandlerschaltung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Steuereingang (T5G) 
des funften Transistors (T5) mit einem dritten Span- 50 
nungspotential (V GND , V DD ) verbunden ist. 

4. Zustandspegel-Wandlerschaltung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste leitfahigkeitstyp ein p-Leitfahigkeitstyp 
und der zweite Leitfahigkeitstyp ein n-Leitfahigkeits- 55 
typ ist, und das erste Versorgungsspannungspotendal 
(Vpp) hoher ist als das zweite Versorgungsspannungs- 
potential (VnwlK 

5. Zustandspegel-Wandlerschaltung nach einem der 
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 60 
erste Leitfahigkeitstyp ein n-Leitfahigkeitstyp und der 
zweite Leitfahigkeitstyp ein p-Leitfahigkeitstyp ist, 
und das erste Versorgungsspannungspotendal (Vgnd) 
niedriger ist als das zweite Versorgungsspannungspo- 
tential (V PWL ). 65 

6. Verwendung einer Zustandspegel-Wandlerschal- 
tung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Zustandspegel-Wand- 
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